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TOKYO TECH
VDD Pdc
+10dB margin
1.2V |LC 1mW -121.6 0.16ps
dBc/Hz-1MHz (0.074%)
ImWwW -91.6 5.0ps
dBc/Hz-1MHz (2.3%)
0.5V |LC 0.17mW |-114.0 0.38ps
dBc/Hz-1MHz (0.67%)
0.1/mW |-84.0 12.0ps
dBc/Hz-1MHz (21%)
174mW -114.0 0.38ps
dBc/Hz-1MHz (0.67%)

2009/9/24

T.Sato, Tokyo Tech

Matsuzaw

a
& Okada Lab. i if

8




LC

9

LC

2009/9/24

LC

100MHz

T.Sato, Tokyo Tech

raKyd Ti=CH—

PursuingExcellence

Matsuzawa "
& Okada Lab. iif:]



raKyd Ti=CH—

PursuingExcellence
[
[
[
o
2009/9/24 T.Sato, Tokyo Tech B O .




11

raKyd Ti=CH—

PursuingExcellence

e 0.5V LS|

e LC

2009/9/24 T.Sato, Tokyo Tech



	0.5V駆動LSIの実現に向けたLC型発振器によるクロック発生の検討
	目次
	低電圧化について
	電源電圧のスケーリング
	リング型とLC型の特徴
	位相雑音の理論式
	位相雑音の比較
	ジッタのスケーリング
	リングオシレータのジッタ劣化
	LC型とリング型の比較
	低電圧でのクロックジェネレータ
	まとめ

